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Infineon Technologies Bipolar

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Hochstzuldssige Werte / Maximum rated values

DD231N

Periodische Spitzensperrspannung T = -40°C... Tyjmax Y/ 2000 2200 |V
repetitive peak reverse voltages 2400 2600|V
StoRRspitzensperrspannung Tyj = +25°C... Tyjmax VRksm 2100 2300 |V
non-repetitive peak reverse voltage 2500 2700|V
DurchlaRstrom-Grenzeffektivwert IrrMSM 410 (A
maximum RMS on-state current
Dauergrenzstrom Tc =100°C Ieavm 231 (A
average on-state current Tc=91°C 261 (A
Stol3strom-Grenzwert T;j=25°C, tp=10ms Iesm 7.500 | A
surge current Ty = Tyimax, tp=10ms 6.400 | A
Grenzlastintegral Tj=25°C, tp=10ms 12t 281.000 | A%s
l2t-value Ty = Tyjmaxs tp =10 Ms 205.000 | A%s
Charakteristische Werte / Characteristic values
DurchlaBspannung Ty = Tyjmax , ir = 800 A Vg max. 155(V
on-state voltage
Schleusenspannung Ty = Tyjmax V(1o 08|V
threshold voltage
Ersatzwiderstand Ty = Tojmax rr 0,84 | mQ
slope resistance
Sperrstrom ij = ij max ; VR = VRrrM iR max. 25| mA
reverse current
Isolations-Priifspannung RMS, f =50 Hz, t = 1 sec VisoL 3,6 | kV
insulation test voltage RMS, f=50 Hz,t =1 min 3,0 | kv
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Warmewiderstand pro Modul / per Module, ® = 180° sin Rinic max. 0,085 | °C/W
thermal resistance, junction to case pro Zweig / per arm, © = 180° sin max. 0,170 |°C/W
pro Modul / per Module, DC max. 0,082 | °C/W
pro Zweig / per arm, DC max. 0,164 | °C/W
Ubergangs-Warmewiderstand pro Modul / per Module Rinch max. 0,02 | °C/W
thermal resistance, case to heatsink pro Zweig / per arm max. 0,04 | °C/W
Hochstzulassige Sperrschichttemperatur Tyjmax 150 | °C
maximum junction temperature
Betriebstemperatur Teop - 40...+150 | °C
operating temperature
Lagertemperatur Tsig -40...+150 | °C
storage temperature
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Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehéuse, siehe Anlage Seite 3
case, see annex page 3
Si-Element mit Druckkontakt
Si-pellet with pressure contact
Innere Isolation AIN
internal insulation
Anzugsdrehmoment fiir mechanische Anschliisse Toleranz +15% M1 5 | Nm
mounting torque
Anzugsdrehmoment fir elektrische Anschliisse Toleranz £10% M2 12 | Nm
terminal connection torque
Gewicht G typ. 800 | g
weight
Kriechstrecke 17 | mm
creepage distance
Schwingfestigkeit f=50Hz 50 | m/s?
vibration resistance

N file-No. E 83336
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z ;¢ fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z ;¢ for DC

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Rinn [°C/W] 0,0039 0,0097 0,0291 0,0552 0,0661
Ta[s] 0,0008 0,008 0,085 0,54 2,85
Nmax _t
Analytische Funktion / Analytical function: Zinic = Z Rinn {l -e Tn}
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Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm Zijc = f(t)

Parameter: StromfluBwinkel ® / Current conduction angle ©
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Natirliche Kihlung / Natural cooling
3 Module pro Kihler / 3 modules per heatsink
Kihler / Heatsink type: KM17 (60W)

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z inca

Analytical elements of transient thermal impedance Z inca

Pos. n

Rihn [°C/W]

0,0205

0,07905 1,535

Tn[s]

2,04

36,4 1340

Verstérkte Kiihlung / Forced cooling
3 Module pro Kuhler / 3 modules per heatsink
Kihler / Heatsink type: KM17 (Papst 4650)

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z ica

Analytical elements of transient thermal impedance Z ca

Pos. n

Rinn [°C/W]

0,015

0,08 0,475

T [s]

4,11

40,4 458

Analytische Funktion / Analytical function:

nmax
Zinca = 2. Rim [1 -e
n=1

N

-t

IFBIP D AEC / 2011-03-01, M.Stelte

Al4/11

Seite/page

5/9




N| S

Datenblatt / Data sheet

Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module

DD231N

(infineon

Infineon Technologies Bipolar

GmbH & Co. KG

500 T
-
- DC
Pad
g40() 180 ° sin_180°rec 1~
~ 120 ° rec |~ -
i s pud
o 300 ©= 60 ° rec 77
AR 7
// //// /
200 VAR~ Vs
)d /////
| = A
V' Z
pa” e
100 —
0 \
0 100 200 300 1.y [A] 400
Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm Prav = f(Irav)
Parameter: StromfluBwinkel / Current conduction angle ©
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Hochstzulassige Gehdusetemperatur / Maximum allowable case temperature T¢ = f(lravm)

Strombelastung je Zweig / Current load per arm

Berechungsgrundlage Prav (Schaltverluste gesondert berticksichtigen)
Calculation base Prav (switching losses should be considered separately)

Parameter: StromfluBwinkel ® / Current conduction angle ©

IFBIP D AEC / 2011-03-01, M.Stelte

Al4/11

Seite/page

6/9




I N .
N | ——=r—>r |Datenblatt/ Data sheet| (infineon
Netz-Dioden-Modul
i . Infineon Technologies Bipolar
Rectifier Diode Module DD231N GmbH & Co. KG
1600 | S N~ 1 T T T B2 |
E 0,04 - 0‘03\_ 0,03 — Runeal’CIW] == /
T 005 L NN N i
|L14m1_0|06 NN \ I / /|
1200 ™ NAWN z ///
S ENANANAR I ~
1000 O‘io8 ™S \\\\\\ NN ° R-Laj/
- 0.0 \\\\\\\\\ /// Llast
800 1 0,12 S ‘\\\\\\\\ 4
[ I SEANAAN Y 7//
500 ] \\_\\.‘\\\\\\‘% O /
| 0,20 P~ \\\\\\\\\‘\\‘ 4
ann 4 g !.50 ‘\_‘\\.‘\b\\.\\\\\\\ /
| 0‘40 ""---"--..,.____ \""--..____.\ %\\\k\\\\
‘ e e iy M e Y |
20 e = NSRS it
]
0 1
0 20 40 60 80 100 120 140 0 100 200 300 400 500 600
TalCl Io[A]
Hochstzulédssiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Ip
B2- Zweipuls-Briickenschaltung / Two-pulse bridge circuit
Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit Pyt
Parameter:
Warmewiderstand zwischen den Gehausen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient Rica
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Hochstzulassiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Ip
B6- Sechspuls-Briickenschaltung / Six-pulse bridge circuit
Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit Piot
Parameter:
Waéarmewiderstand zwischen den Gehausen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient Rica
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Sperrverzégerungsladung / Recovered charge Q; = f(-di/dt)
Tyj = Tyjmax, VR < 0,5 Vrrm, VRM = 0,8 VRrrM
Parameter: Durchla3strom / On-state current igm
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Grenzstrom je Zweig / Maximum overload on-state current per arm Irovm = f(t), Vrm = 0,8 Vrrm

a: Leerlauf / No-load conditions

b: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm Iravor) = lravm

Ta = 35°C, verstéarkte Luftkiihlung / Forced air cooling  Kihlkérper / Heatsink type: KM17 (Papst 4650)

Ta = 45°C, naturliche Luftkiihlung / Natural air cooling  Kuhlkdrper / Heatsink type: KM17 (60W)
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Uberstrom je Zweig / Overload on-state current Igov)
B6- Sechspuls-Bruckenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit, 120° rectangular
Kuhlkorper / Heatsink type KM17 (60W) Naturliche Kiihlung bei / Natural cooling at Ta = 45°C
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm lravor)
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Uberstrom je Zweig / Overload on-state current Igov)
B6- Sechspuls-Brickenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit 120° rectangular
Kuhlkdrper / Heatsink type KM17 (Papst 4650) Verstérkte Kiihlung bei / Forced cooling at Ta = 35°C
Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm lrav(or)
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O6LLecTBO C orpaHMYeHHON oTBETCTBEHHOCTBIO «MocHuny WMHH 7719860671 / KIMNM 771901001
Appec: 105318, r.Mockea, yn.LLlepbakoBckas 4.3, odmc 1107

[aHHbIn KOMMNOHEHT Ha TeppuTopun Poccuinickon depepauumn

Bbl MoxeTe npuobpectu B komnaHun MosChip.

[lnsa onepaTtuBHOro ocdopmnenus 3anpoca Bam HeobxoomMmo nepenT No faHHON CChISKe:

http://moschip.ru/get-element

Bbl MoxeTe pa3mecTuTb Y Hac 3aka3 and nboro Bawero npoekTa, 6yab To
cepuiiHoe Npomn3BOACTBO MM pa3paboTka eguHUYHOro npubopa.

B Hawem acCcCopTnMeHTe npencTasiieHbl Begywmne MmpoBblie NMPoOnN3BOANTENIN aKTUBHbIX U
NacCUBHbIX 3JTIEKTPOHHbIX KOMIMOHEHTOB.

Hawen cneumanusauuen sBnseTcs NOCTaBKa 3N1EKTPOHHOMW KOMMOHEHTHON 6a3bl
OBOWHOro Ha3HayeHus, npoaykummn Takmx npounssoantenen kak XILINX, Intel
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits,
Amphenol, Glenair.

CoTpynHMyecTBO € rnobanbHbIMU OUCTPUOLIOTOPaMN 3NEKTPOHHBIX KOMIMOHEHTOB,
npegocTraBnseT BO3MOXHOCTb 3aKa3blBaTb 1 MOfly4aTb C MEXAYHAPOOHbIX CKNaaos
npakTuyecku nobon nepeyeHb KOMNOHEHTOB B ONTUMarbHble aAnsa Bac cpoku.

Ha Bcex aTanax pa3paboTKu 1 NPOM3BOACTBA HalLW NapTHEPbI MOTYT NOMy4YnTb
KBanumunpoBaHHy NOAAEPXKY OMNbITHbIX UHXEHEPOB.

Cuctema MeHeXMeHTa KayecTBa KOMNaHum oteevaeT TpeboBaHNAM B COOTBETCTBUM C
rOCT P MCO 9001, TOCT PB 0015-002 n 3C P, 009

Odomc no pabote c OPUANHECKUMU NTULLAMMU:

105318, r.Mockea, yn.lWepbakosckaa a.3, ocdomc 1107, 1118, AL, «LUepbakoBcKkuniny»
TenedoH: +7 495 668-12-70 (MHOrokaHanbHbIN)
dakc: +7 495 668-12-70 (006.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype otaena npogax:
moschip.ru moschip.ru_6
moschip.ru_4 moschip.ru_9
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